






















半導体 にバ ン ドギ ャップ程度の光を照射 すると､ 励起 子が生成 する｡ この励起
子が高密度 に曲超 される場合 に見 られ る現象は高密度励起効果 と言われ､ レーサ
ー技術の進歩 とともに研 究が進展 して きた｡ しか し､高密度励 起効果 には未解決
の問題 も多 い｡ そ う した､未解 決の間道の 一つ に励起子吸収端 での光誘導吸収が
あ る｡ これ は､ 試 料 に強 い励起 光を照 射す ると励 起子吸 収端での透過 華が減少 す
るというものであ る｡
こ うした高密度 励起効果 を実装的 に研究する喝合 には光助一超 にともな って二 次
的 に発生す る勲の効果を減 らす よ うな工 夫が必要 である｡ 例えば､吸 収係数 の大
きい結晶を使用 して､ 励起光のエ ネルギ ーが試料の表面 付近 に局在 しや す くす る
ことである｡ これ によって､比較的弱励起でも高密度励起効果 の出現が期待 で き
る｡本研究で は､ こ うした結晶の 中で､ ア ン トラセ ン単結晶が 実装 に適 して いる
と考 えた｡ その理 由は､ 1)ア ン トラセ ン単結晶 で は､ 発 光効事､吸収 係数､ 励起
子パ ラメータ ー等が 詳細 に調べ られてお り､ 実額 結果の定量的な解析 に適 してい
る｡ 2)高純度の原 料が容 易に入手で き､結晶成長が比較的容易である｡ の2点 で あ




アン トラセ ンにお'ける誘導吸収の励起光エネルギ ー依存性や励起光二強度依存性等
を調べ､ この誘導吸収の原因を解明 しようとした｡その結果､ アン トラセンにお
ける誘導吸収が二次的に生成 したフォノンによるポラ リ トンの散乱によってお こ
ることがわかった｡ そして､ このフォノンによるポラ リ トン散乱のモデルでい く
つかの実紫結果を説明することができた｡
64.1-5NH3のVさ-5振動励起状態のレーザー分光
森 脇 書 紀
分子の振動エネルギーが低い状態では従来のように基準振動によって表現され､分子全
体が同じ位相で振動している状態となっているが､高振動軌起状態では一つの特定な結合
に振動が局在化している状態となる｡特に､水素原子等の質量の小さい原子と重い原子の
結合を含む分子で､振動の局在化が起こり安い｡このような振動の局在化は､結合の解離
や化学反応などが起こる過程と考えられ､高振動励起状態のエネルギー構造は､結合の解
離や化学反応などがおこるメカニズムと密接な関係があると考えられる｡そのため近年､
C2H2,CHA,H20,NH3 などの分子の高い振動励起状態の研究が盛んに行われている｡
本研究では､15NH3分子の648nm帯と627nm帯の遷移吸収スペクトルを初めて観測した｡ こ
れらは振動基底状態から伸縮振動圭子が5個物起された状態への遷移である｡648nln帯の解
析の結果､励起状態の4個のバンドの分子定数が求めら申､ この領域に特徴的な次のことが
明らかになった｡① 対称種Al.Eの振動準位が接近して存在している｡⑳ 反転準位の対
称性aとeの順序が基底状態とは逆になっている｡また､局在振動モデルを用いた解析に
より､627nm帯の振動状態を同定し末だ観測されていない振動遷移の同波数と遷移強度を予
想した｡
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